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TiN ����������	
�����

���
1,*, ���1, ���1, 	
�1

(1) ������, ������

����:  ��������CFUBMS (Closed Field Unbalanced 
Magnetron Sputtering) ��	�
���TiN ��	���
��������TiN ������	����������(��
�, Substrate Bias, Target power, �����)�� !��"
�� ���#$. ��%� ��&� UV-vis 
spectrophotometer, AFM, XRD'�(��)�	�*+�#
$. �����,-.�Target power���/0��������
/����%��������/��12� !	�345�6��7
89�:;<$. =>��������/0�Substrate bias �
/��?@�������/,�12�:;<8A, ����BC�
���DE9�FG�BC�HB��DE,�IJ�������E�
K&�L�89���2�M	�NF�O���PQ$. GR���
�� 1S,� T,U�� ?@� RMS,� T,�>��
L*(brightness)E�V��2�WX���%������&�YZ�
���K&�89��/W����'�NFO���PQ$. 

1.  ������

  TiN��&�/[\89�]��A�^_`�E�ab:�Xc
de����fg����	�hi����j	�!�kl�.�
m&�
�E�Enb5X�P$. [1] 5op5�TiN �����
��qr���$sG���,�Enbt�P5u����/��3
4��v�,5�wxG�Eyz9�Fr�{|�}��qG�jN
G�Ey:�~�,��it�P5��������E$. ����
�����f�I�����CFE���k�WX��� !�	�
34������?@�k�\89���G���	�,��TiN 
����qr���	���b�,����2��/'�����P��
$sG�������?@������������/�����
�X�r��XC�G$. ��&��q��_}���� ¡¢
£� ��	� E��� ���#X� UV-spectrophotometer'�
E���CIE ��¤¥¦9��	�§��#8A�XRD, AFM
	�(���������/��34���¨\� !	�*+�
#$. 

2.  ������

  2.1 ����
 ¥1. ����

Coating TiN

Base pressure(Torr) 2.0×10-5 Torr

Total pressure 3.3mtorr ~ 4.2mTorr

N2partial pressure 0.3~1.2mTorr

Ti target power DC 0.1kw~0.5kw 

Deposition temperature 50 �� ~200 �

Target-to-Subst ra te 
distance

60mm

Substrate bias voltage -50v ~ -200V

  2.2 ��	�
���

��%� TiN ���� ��	� NF�S� ©�� ª«�
spectrophotometer*+	�¬�#$. }®�1&�4,5���

��� �/�� ?@spectrophotometer�� *+��'� CIE 
L*a*b*����¯¦��������/'�:;°�}±²zE$. 
(a)'��>�N2��*³E�T,�>��L*(lightness)´E�V�
�X�a*(redness) ´&�T,�X�b*(yellowness)�����T,
�$,�V����7	�NF�O���P$. �k\F����/
'��>��±�o���µ&�YZ����K&�¶	�·��K&�
YZ�89� �/U	� NF� O� �� PQ$. (b)����
substrate bias,�T,U��?@�L*(lightness)´E�V��X�
a*(redness) ´&�¸��¹2�V�U	��#X�b*(yellowness)
������/,�ºQ$. �k\F����/'��>��±��
o���YZ����YZ�E�V�U��?@��q\F�b»
-�K&��89��/U	�NF�O���PQ$. (c)0� (d)��
target power0�������/��?@���3¼G��/,�
P	�½��k\F����/'�¾	�¿��DE,�ÀÁE�:;

:5�6Â	�NF�O���PQ$.�
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}®.1 ������?Ã�CIE graphs 

 2.3 XRD�

 ���/��Pb��fg���¨'�*+�S��,�ª«�k
W��*+E�XRD*+E$. ��%�TiN��������¨�
�/'�"��S�©��XRD*+	��#$. }®�2��
��������?Ã�TiN Äd�Å1���/'�:;°�7E$. 
XRD*+����TÆ%�`Ç�TiN ������2�=36.6���
��Äd�È�,�,��É&�TiN(111)�E���Å19�:;<
$. ��¨Ê�/��?Ã������NG��¨�/'�"��
S�©r����Å1FTiN(111)	�Nq���Ë$. ª«���
�/,�ÀÁ�2�:;Ì����	��/�kÍ�Î��� (a)}
±²'��>���Å1F�TiN(111)��Äd�Å1,����E�
T,�>��Ï&�Ð±}���9�ÑJ5��7	�Ò���P$. 
_Ó,59�Sub bias'��/�kÍ�Î���(b)}±²'��>�
��Å1F�TiN(111)��Äd�Å1,�ÔEb ,�T,�>��
Ï&�Ð±}���9�ÑJ5��7	�NF�O���PQ$. o
�������K&�L�������BC�����DE,�Ev



�����������	
�����. �����������
����������������������� 
�!��"#
$%&�'()�*+,�-�.�/&���. [2] �������
0�������1.2�3��*+(���4�56�78���
9���:�� &���. 3��*+��;��<=>�:?��
@A	��XRD BC,�DE(���������F��<&��
��7G�H�.�/=. ��������BC&�I�3�*+)�
JK��LM&����N�.�/=. 
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�O2. 1P�GQRC�S�
T�*+)�UV�XW�XY

 2.4 AFM ��

 3�*+Z�[��F\]Z��JK��NED]�^�_���$
`����a�AFMbc��$d�e. �O3��3�*+��f
g��:hi�1PRC�Sub bias,�*+��$`��BC�a�
[3&�jk$`��RMS(Root Mean Square),�:h����
. lm� �O� (a),� D�� 1P�� n�� ^o� poqr
0.3mtorr, 0.6mtorr, 0.9mtorr, 1.2mtorr��s��H.2�RMS
��s��&����7G�H�.�/. t�� (b),�D��Sub 
bias&�poqr�-50v, -100, -200v��s����u$�v)�
w��[���FM�'(Z�RMS��s��&����7G�H�
.�/. RMS��s��&����3��*+�&x�y�JK��
LM. 1PR��*+,���� &�z{)�Q��#�|��
s���}�CIE L*a*b* 3�k~)}�L*���*+,����
 &����. Sub bias��*+,���$`(�^Z�����
��RMS��s���}�CIE L*a*b* 3�k~)}�L*���*
+,���� &����. �O�4,�D��L*����P�&�
���7G�H�.�/. [3] L*���*+��E���[��F\
]��*+���}�[�)}�!���.�_�"#�&����
��3��:h�&��������$Ju��)}�3�*+,�

:h�&���. [4] �O�4,�D��(a)&�3�*+,�fg
��D�&������*.)}��RMS��a�(b)&�*+��f
g��:h:���&�*.	��RMS ��. ���,�DE
(�N�.�/���RMS��*+��3�*+)�JK��L�&�
���7GH�.�/. (b)��z{��*.	)}&�����*
+&�/���F����������DE�3�*+)(�JK��
L�����������#��.
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그림3. 질소 인입량과 바이어스 변화에 따른 표면 조도변화
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그림4. 공정변수에 따른 RMS 변화 도표



3. ������

 1. Spectrophotometer �������TiN����	
����
�������������������������Sub bias��
������������	
�������������� 
�

!"��#�. �����$�%�&��'(�	)�*+,�-.�
/)	0�������1
�!"�2����3�. $4�56�
-��Sub bias��negative70��%�&��'(�	)�88�
*+,-.�/)�9	0�����&
�!"�2����3�. 
:;-�+���"�Target power������<=�>,����
��?��7*�@�������$�:<:-�A)�10��BC

DE�FGHI������JKL��FGHI��M�70��

��$�FGN�O�PQRS��HI������T�UV
�W

-�X��10��BCY�.
 
2. XRD ��������	$�����D��$Z�������
[R�\��?$��"��TiN(111)��W�]^��_)�`a@�
C0���$b���c�[R�d[��?$��Be������

	$�/)�9	0������f
�!"�2����3�.
 
3. AFM ������g�hi�	
�jk���lm����n

�o���E�pqr��s�tu���c��RMS��%�
�i��L*(brightness)$�v����DE�/)�9	0����
���:<�
�!"�2����3�.  

�������

  w�xy���zP�{4����z|�����-kxyM�
(M20604005402-06B0400-40210)��-�0��$}*��t�.
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